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【緒言】 

有機電界効果トランジスタ（OFET)において、電極から有機半導体への電荷注入はデバイス特

性を左右するため、重要な研究対象である。当研究室では、優れた光・電子特性をもつ（チオフ

ェン／フェニレン）コオリゴマー（TPCO）の単結晶を用いた OFET を報告してきた[1]。一次元鎖

状である TPCO 分子の多くは平板状の単結晶をなし、結晶の厚み方向よりも面内方向に優れた電

荷移動度をもつ。本研究では、電極から TPCO 単結晶への電荷注入方向が電荷注入量に影響する

かどうかに着眼した。今回、TPCO 単結晶の側面に電極を形成するため、結晶表面の一部を集束イ

オンビーム（FIB)を用いて掘削し、OFET の作製を試みた。 

【実験】 

デバイスの作製手順は以下の通り。酸化膜付きシリコン基板上

に、昇華再結晶法によって成長させた膜厚 630 nm の AC5（Fig. 1, 

TPCO の一つ）の単結晶を貼り付けた。次に、チャネル形成用のマ

スクとして本結晶上に直径 20 μm のタングステン（W）ワイヤーを

張り、この上から FIB を照射して結晶上面に W ワイヤーを挟んで２か所の溝を掘削した。溝の深

さは約 200 nm、加工領域は 50 μm×100 μm になるように設定した。その後、Ag 電極の厚さが 100 

nm、チャネル幅が 200 μm になるように Ag を真空蒸着し、溝の側面に電極を形成した（Fig. 2）。 

【結果】 

作製した OFET の実際に加工された領域はそれぞれ 50 μm×103 μm と 53 μm×103 μm、溝の深

さは 180 nm と 190 nm であった。デバイスの電流－電圧特性の測定結果は当日に報告する。 
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Fig. 2. Schematic device fabrication procedure. 

Fig. 1. Structural formula of AC5. 
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